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Abstract of WO01 09968 
Provided are low-cost, mechanically strong, 
highly electronically conductive porous substrates 
and associated structures for solid-state 
electrochemical devices, techniques for forming 
these structures, and devices incorporating the 

structures. The invention provides solid state I r " 

electrochemical device substrates (548) of novel 
composition and techniques for forming thin 
electrode/membrane/electrolyte coatings 
(546/544) on the novel or more conventional 
substrates. In particular, in one embodiment the 
invention provides techniques for co-firing of 
device substrate (548) (often an electrode) with 
an electrolyte or membrane layer (544) to form 
densified electrolyte/membrane films 5 to 20 
microns thick. In another embodiment, densified 
electrolyte/membrane films 5 to 20 microns thick 
may be formed on a pre-sintered substrate by a 
constrained sintering process. In some cases, the 
substrate (548) may be a porous metal, alloy, or 
non-nickel cermet incorporating one or more of 
the transition metals Cr, Fe, Cu and Ag, or alloys 
thereof. 
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(54) Verfahren zur Herstellung von dotierter Ceroxidkeramik 



(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur 
Herstellung einer gesinterten Oxidkeramik der Zusam- 
mensetzung Ce x MyD 2 0 2 .a mit dichtem Get uge ohne of- 
fene Porositat Oder mit einer vorausbestimmten Porosi- 
tat. Als erstes Dotierelement M wird wenigstens ein Ele- 
ment der Gruppe, bestehend aus den Seltenen Erden, 
jedoch M # Ce, Alkali- und Erdalkalimetallen eingesetzt. 



Die Edukte mit einem zweiten Dotierelement D aus we- 
nigstens einem Metall der Gruppe, bestehend aus Cu, 
Co, Fe, Ni und Mn, werden insubmikronerTeilchengros- 
se oder als Salzlosung eingesetzt und bei einer Tempe- 
ratur im Bereich von 750 - 1250°C zu einer Oxidkeramik 
mit extrem feinem Get uge einer Komgrdsse von hoch- 
stens etwa 0,5 ujti gesintert. 
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Fig. 2 
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